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	概要　ＥＡ　(600字～800字程度にまとめてください。)

分子線エピタキシー(MBE)装置と走査トンネル顕微鏡(STM)を装備した表面分析チェンバーを超高真空環境で結合した装置を駆使することにより、半導体清浄表面上への新しいスピントロニクス材料・構造の創製とそのデバイス応用の可能性を探ることを目的としている。中でも、半導体GaAsと格子整合性の良い強磁性体MnAsに着目し、安定な六方晶ではなく、ハーフメタルと予測されている4配位閃亜鉛鉱型結晶の作製を試みた。　

GaAs(001)表面上のMnAs初期成長過程では、1原子層目ではGaAsと同じ配位をとり閃亜鉛鉱型であることをSTMにより観測した。GaAs c(4×4)表面再構成におけるダイマー構造から、MnAs堆積に伴い、[1-10]方向に延びた島状構造へ変化していく様子を観測した。エレクトロンカウンティングモデルを用いて、MnAs堆積による欠損ダイマーの無くなった鎖構造を解析し、MnAs成長表面が1×2表面再構成となる起源を検討した。
　MnAsをナノ構造で作製した場合に閃亜鉛鉱型結晶構造となることがいくつか報告されているが、GaAs表面を硫黄終端化した表面へのMnAs作製による閃亜鉛鉱型ナノドットの作製に着目した。硫化アンモニウム溶液を用いたエッチングによる硫黄終端では、原子レベルで平坦な硫黄表面を作製することが難しいため、GaAs表面への硫黄蒸着システムを作製した。これにより、2×6再構成表面をもつ平坦な硫黄終端面を作製することに成功し、そのSTM観測をおこなった。そして、その上へのMnAs蒸着を行い、硫黄終端面上へのMnAsは2 原子層まで平坦な閃亜鉛鉱方構造を保った電子線回折パターンが得られた。STM観測においても、溶液処理により作製した場合とMnAsナノドット形成が異なる結果となった。

　このように、初期成長過程を原子レベルで観測することにより、表面欠陥を制御した新規スピントロニクス材料開発への手がかりを得ることができた。今後、本研究を発展させ、MnAsナノ構造におけるスピン依存伝導特性の計測等を進めていく予定である。
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	欧文概要　ＥＺ

The initial growth of ferromagnetic MnAs nanoscaled structures on semiconductor GaAs has been investigated using the combined system between molecular beam epitaxy (MBE) and scanning tunneling microscopy (STM), which enables to fabricate the new spintronics materials. Especially, I’m focusing on the fabrication of the unstable zinc-blende-type half-metallic MnAs in nanostructures.

STM images of MnAs initial growth on GaAs(001) surfaces revealed that the one monolayer growth enables to form the zinc-blende-type structure. Surface dimer structures changed to the chain structure by the MnAs deposition, which is discussed by developing the electron counting model considering the lack of the missing dimers. 

In order to realize the zinc-blende-type MnAs nanostructures, the MnAs nanoscaled dots on the sulfur-terminated GaAs surfaces are fabricated. I developed the in-situ sulfur-terminated system in the MBE and characterized the surface morphology by STM. 

By monitoring the initial growth of MnAs, the surface atoms during the growth can be controlled for the new functional nanostructure fabrication.     
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